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Smlouva o využití výsledků dosažených v projektu výzkumu a vývoje 
č. TH02010014 s názvem  

„Nové polovodičové struktury pro pokročilé elektronické aplikace“ 
 

kterou dle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), uzavírají níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tyto: 

 
 

Článek 1. 
Smluvní strany 

1.1. ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. 
Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, 1. máje 2230 
IČ: 26821532        
DIČ: CZ26821532   
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě zapsaná v oddílu C, vložka 27652   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 13107851/0100   
Statutární orgán: ing. Josef Švejda   
Jméno a příjmení řešitele: XXXXXXXXX     
  
na straně jedné a dále v textu jako „příjemce“ nebo „ONCR“. 

 
1.2. Masarykova univerzita 
Sídlo: Brno, 601 77, Žerotínovo nám. 9 
IČ: 00216224        
DIČ: CZ00216224 
VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů), nezapisuje se do OR 
Bankovní spojení: Komerční banka 
Číslo účtu: 85636621/0100 
Statutární orgán: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 
Jméno a příjmení dalšího řešitele: XXXXXXXXX 

na straně druhé a dále v textu jako „další účastník projektu“ nebo „MU“.  
 
1.3. Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. 
Sídlo: Praha 8, 182 21, Na Slovance 2 
IČ: 68378271        
DIČ: CZ 68378271   
VVI - Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o o veřejných výzkumných institucích), 
nezapisuje se do OR   
Bankovní spojení: UniCredit Bank   
Číslo účtu: 2106535627/2700  
Statutární orgán: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel 
Jméno a příjmení dalšího řešitele: XXXXXXXXX 

na straně druhé a dále v textu jako „další účastník projektu“ nebo „FZÚ“.  
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Článek 2. 
Předmět Smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům dosaženým řešením 
projektu č. TH02010014, s názvem „Nové polovodičové struktury pro pokročilé elektronické 
aplikace“ (dále jen "projekt"), řešeného s podporou Technologické agentury České republiky, a 
jejich využití po ukončení řešení projektu.  

2.2 Účelem této Smlouvy je uplatnění či využití výsledků prokazující účelnost poskytnuté dotace na 
podporu projektu z veřejných prostředků. 

 
Článek 3. 

Vymezení dosažených výsledků a jejich srovnání s cíli projektu 

3.1 Řešením projektu bylo dosaženo skupiny evidovaných výsledků shrnutých v níže uvedené tabulce. 
Uváděný seznam výsledků je plně převzat ze systému ISTA; identifikační číslo výsledkům přidělila 
Technologická agentura České republiky; uvádíme dále název výsledku, jeho druh a období jeho 
dosažení. Pod každým výsledkem je uveden komentář v souladu s údaji ze závěrečné zprávy, která 
byla předmětem oponentury ze strany poskytovatele.  

 

Identifikační číslo Název Druh 
výstupu/výsledku Období 

TH02010014-V2 Metody pro charakterizaci strukturních vlastností 
polovodičových substrátů a nitridových struktur X - Jiné Rok 2017 

Technická zpráva - souhrn vlastních měření parametrů substrátů a polovodičových struktur (RAMAN, elipsometrie, 
luminiscence, rtg difrakce, VIS-NIR mapování tlouštěk, analýzy povrchu rozptylem laserových svazků, SEM, TEM, 
AFM, DLTS ad.). Měření pnutí ve vrstvách, strukturní analýzy, analýzy defektů. Návrh nových metod měření. 
Vlastnictví výsledku - MU 40%, FZÚ 40%, ON 20%. 

TH02010014-V3 Návrh řešení nukleace X - Jiné Rok 2017 

Technická zpráva - řešení nukleace a koalescence pro technologické platformy VEECO a AIXTRON ve vazbě na 
použitý substrát. Analýza defektů a jejich vztahu k procesním podmínkám a čistotě vstupních médií. Potvrzení 
specifikace čistoty vstupních médií (NH3, TMGa, TMAl, H2, N2) a materiálů (substrát, susceptor), resp. návrh na 
před procesní purifikaci (čištění). Vlastnictví výsledku - MU 5%, FZÚ 5%, ON 90%. 

TH02010014-V4 Substráty pro heteroepitaxní růst X - Jiné Rok 2017 

Technická zpráva - souhrn vlastních dosažených výsledků a návrh dalších postupů (testů) v oblasti nových 
křemíkových a alternativních (SOI, SiC, AlN) substrátů pro polovodičové aplikace. Vývoj technických úprav malých 
substrátu pro MOCVD. Vlastnictví výsledku - MU 5%, FZÚ 5%, ON 90%. 

TH02010014-V5 Křemíkový substrát průměru 200 mm pro 
heteroepitaxní aplikace 

Gfunk - Funkční 
vzorek Rok 2017 

Specifikace Si desky pro heteroepitaxní aplikace a funkční vzorek leštěného substrátu. Průměr leštěné desky 
200+/0,2 mm, tloušťka 0,75 - 1,25 mm (z ekonomických i technických důvodů je přínosné dosažení minimální 
tloušťky substrátu, ale substrát zároveň musí mít dostatečné mechanické vlastnosti pro heteroepitaxní růst). 
Krystalografická orientace <111>, CZ Si, dopant B, měrný elektrický odpor > 1 ohm.cm. Vlastnictví výsledku - ON 
100%. 

TH02010014-V7 Výroba substrátů průměru 200 mm pro heteroepitaxní 
polovodičové technologie 

Ztech - Ověřená 
technologie Rok 2018 

Ověřená technologie výroby substrátů průměru 200 mm pro heteroepitaxní polovodičové technologie. Deska musí 
splňovat všechny polovodičové standardy a navíc vyhovovat nárokům heteroepitaxního procesu (především z 
hlediska tloušťky, zpracování okraje a zadní strany). Vlastnictví výsledku - ON 100%. 

TH02010014-V8 Alternativní substrát pro nitridové struktury Gfunk - Funkční 
vzorek Rok 2018 

Funkční vzorek substrátu alternativního k Si. Perspektivním materiálem je především SOI (v průměru 200 mm), ale 
může se jednat i o účelné využití AlN, SiC, případně diamantu. Funkční úpravy substrátů ve vazbě na nastavení 
procesu. Vlastnictví výsledku – FZÚ 50%, ON 50%. 

I I I li I 

I I I 1D 
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I I I ID 
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Identifikační číslo Název Druh 
výstupu/výsledku Období 

TH02010014-V9 Aplikace nitridových struktur X - Jiné Rok 2018 

Technická zpráva - VaV aplikací vlastních polovodičových substrátů a nitridových struktur, souhrn vlastních 
výsledků aplikačních testů, mapování elektrických parametrů testovacích struktur a vyhodnocení výsledků ve 
vztahu k materiálové struktuře. Specifikace dalších požadavků na technologii a na výsledné struktury pro funkční 
vzorky. Vlastnictví výsledku – FZÚ 50%, ON 50%. Technická zpráva příjemce, výsledky jsou sdílené s dalšími 
účastníky pro VaV využití. 

TH02010014-V10 Charakterizace parametrů substrátů a polovodičových 
struktur a vývoj metod charakterizace X - Jiné Rok 2018 

Technická zpráva - shrnutí vývoje metod měření polovodičových substrátů a struktur. Výstupem zprávy bude také 
případná specifikace testovacích vzorků pro další vývoj a ověření metod měření. Komplexní charakterizace 
posoudí také možnosti komerčních měřících zařízení a účelnost případné konstrukce vlastních měřících sestav. 
Pro průmyslovou aplikaci má zásadní význam možnost podrobného (nedestruktivního) mapování velkých desek s 
odpovídajícími nároky na vhodnou metodiku měření. Vlastnictví výsledku - MU 40%, FZÚ 40%, ON 20%. 

TH02010014-V11 Návrh a testy vyrovnávací struktury supermřížky X - Jiné Rok 2018 

Technická zpráva - Návrh vyrovnávací struktury supermřížky (SL) a srovnání s gradovanou vyrovnávací strukturou. 
Analýza řešení ve vztahu k použitému substrátu. Procesní testy, jejich vyhodnocení a specifikace vhodných metod 
měření kvality supermřížky. Posouzení dosažených výsledků ve vztahu k použité technologii (AIXTRON a VEECO) 
a analýza dalších možností řešení procesu (jiné technologické platformy). Vlastnictví výsledku - MU 10%, FZÚ 
20%, ON 70%. Technická zpráva příjemce, výsledky jsou sdílené s dalšími účastníky pro VaV využití. 

TH02010014-V12 Publikace výsledků X - Jiné Rok 2018 

Abstrakt a poster P. Kostelník et al.: „Influence of the early stages of the AlN nucleation on properties of the GaN-
on-Si high electron mobility transistor buffer structure", International Workshop on Nitride Semiconductors 2018“. 

TH02010014-V13 Vývoj alternativní bariérové vrstvy X - Jiné Rok 2018 

Technická zpráva - posouzení možností implementace alternativní bariérové vrstvy na bázi InGaN, případně InAlN. 
Procesní testy na AIXTRON a jejich vyhodnocení. Specifikace a příprava funkčního vzorku. Vlastnictví výsledku - 
FZÚ 80%, ON 20%. Vyvinuté technologické postupy jsou vlastnictvím ONCR a FZÚ, který podal přihlášku vynálezu 
se žádostí o udělení patentu D18059217, „Epitaxní vícevrstvá struktura pro tranzistory s vysokou pohyblivostí 
elektronů na bázi GaN a tranzistor obsahující tuto strukturu“). ONCR může výsledek využívat pro svoje potřeby (v 
rámci vlastního know-how). Po uzavření patentového řízení počítáme také s publikaci výsledků. 

TH02010014-V15 Know-how technologie růstu nitridových struktur X - Jiné Rok 2019 

Technická zpráva o možnostech využití alternativních substrátů a specifikace know-how pro technologii růstu 
nitridových struktur včetně účelných metod pro jejich komplexní charakterizaci. Výsledek je k dispozici partnerům 
projektu a dílčí výstupy mohou být předmětem odborných publikací. Vlastnictví výsledku - FZÚ 50%, ON 50%. 

TH02010014-V16 Vývoj alternativní aktivní struktury pro enhancement 
mode HEMT X - Jiné Rok 2019 

Technická zpráva - vývoj pasivační p-GaN vrstvy pro enhancement mode HEMT (normally OFF tranzistor). 
Realizace a vyhodnocení procesních testů na aparatuře AIXTRON. Výsledek je k dispozici partnerům projektu a 
dílčí výstupy mohou být předmětem odborných publikací. Vlastnictví výsledku - FZÚ 60%, ON 40%. 

TH02010014-V17 Vzorky nitridových struktur na alternativních 
substrátech 

Gfunk - Funkční 
vzorek 

Rok 2019 

Vzorky nitridových struktur na alternativních substrátech (např. SOI, SiC nebo AlN) malých průměrů (aparatura 
AIXTRON) a komplexní charakterizace jejich parametrů. Posouzení možností využití vlastní depozice 
polykrystalických diamantových vrstev (jako součást řešení odvodu tepla z polovodičové součástky, případně pro 
účely pasivace). Výsledek je k dispozici partnerům projektu a dílčí výstupy mohou být předmětem odborných 
publikací. Vlastnictví výsledku - FZÚ 50%, ON 50%. 

TH02010014-V18 Funkční vzorek desky průměru 200 mm s funkční 
heteroepitaxní strukturou. 

Gfunk - Funkční 
vzorek 

Rok 2019 

Funkční vzorek desky průměru 200 mm s funkční heteroepitaxní strukturou pro polovodičové aplikace (např. 
HEMT). Funkčnost bude doložena aplikačním testem (IMEC, ON SEMICONDUCTOR). Specifikace podle 
polovodičových standardů pro HEMT (tloušťka struktury > 4 µm, prohnutí desky < 50 µm, GaN: (002) FWHM < 800 
arcsec, (102) FWHM < 1200 arcsec, povrch: pits < 2 /cm2, vyloučený okraj < 5 mm, žádné epitaxní defekty, min. 

I li li li I 
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Identifikační číslo Název Druh 
výstupu/výsledku Období 

radiální variabilita parametrů). Vlastnictví výsledku - ON 100%. Výsledek je k dispozici partnerům projektu a dílčí 
výstupy mohou být předmětem odborných publikací. 

TH02010014-V19 Metody měření nitridových struktur v polovodičovém 
průmyslu 

Ztech - Ověřená 
technologie Rok 2019 

Kvalifikované metody pro charakterizaci nitridových struktur v polovodičovém průmyslu. tj. analýza strukturních 
vlastnosti a defektů ve vrstvě a na povrchu pro desky průměru 200 mm, ideálně nedestruktivní, v nutném případě 
(např. SEM) se stanovenou četností vzorkování. Vlastnictví výsledku - ON 100%. Využití nové technologie je 
možné pro MU a FZÚ pro VaV účely. 

TH02010014-V20 Publikace výsledků X - Jiné Rok 2019 

(1) T. Novák, P. Kostelník, M. Konečný, J. Čechal, M. Kolíbal, T. Šikola: „Temperature effect on Al predose and 
AlN nucleation affecting the buffer layer performance for the GaN-on-Si based high-voltage devices.“ Japanese 
Journal of Applied Physics 58 (SC), SC1018 (2019). https://doi.org/10.7567/1347-4065/ab0d00 
(2) Petr Vacek, Petr Kostelník, and Roman Gröger: „Correlation of Structure and EBIC Contrast from Threading 
Dislocations in AlN/Si Films.“ Phys. Status Solidi B 2019, 1900279. DOI: 10.1002/pssb.201900279 
(3) T. Hubáček, A. Hospodková, K. Kuldová, M. Slavická Zíková, J. Pangrác, J. Čížek, M.O. Liedke, M. Butterilng, 
A. Wagner, P. Hubík, E. Hulicius: „Improvement of luminescence properties of n-GaN using TEGa precursor.“ 
Journal of Crystal Growth 531 (2020) 125383. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2019.125383 

TH02010014-V21 Technologie heteroepitaxního růstu pro polovodičové 
aplikace na substrátech průměru 200 mm 

X - Jiné Rok 2019 

Technologie heteroepitaxního růstu pro polovodičové aplikace na substrátech průměru 200 mm. Technologie bude 
ověřena - kvalifikována podle standardů jakosti ISO a standardů pro polovodičovou výrobu ve vlastní výrobní lince 
(MOCVD CZ2) s aplikační podporou IMEC a korporace ON SEMICONDUCTOR (reprezentující hlavního zákazníka 
pro vyráběné struktury). Vlastnictví výsledku - ON 100%. Využití nové technologie je možné pro MU a FZÚ pro 
VaV účely. 

TH02010014-V23 
Shrnutí možností využití technologie heteroepitaxního 
růstu pro polovodičové aplikace na alternativních 
substrátech 

X - Jiné Rok 2020 

Technická zpráva - analýza reálných možností využití technologie heteroepitaxního růstu pro polovodičové 
aplikace na alternativních substrátech (např. SOI, SiC, AlN), shrnutí výsledků vlastních testů. Výsledek je 
k dispozici partnerům projektu a dílčí výstupy mohou být předmětem odborných publikací. Vlastnictví výsledku - 
FZÚ 50%, ON 50%. 

TH02010014-V24 Souhrn metod měření polovodičových substrátů a 
struktur X - Jiné Rok 2020 

Souhrn metod měření polovodičových substrátů a struktur 
Souhrn všech vyvinutých metod měření polovodičových substrátů a struktur (XRD, RAMAN, FIB SEM, SIMS, 
luminiscence, DLTS, vyhodnocení elektrických parametrů, AFM, SEM) - specifikace know-how pro budoucí 
smluvní spolupráci výzkumných organizací, případně pro poskytnutí licence. Technická zpráva. Vlastnictví 
výsledku - MU 50%, FZÚ 50%. 

TH02010014-V25 Technologie heteroepitaxního růstu pro polovodičové 
aplikace na substrátech průměru 200 mm 

Ztech - Ověřená 
technologie 

Rok 2020 

Kvalifikovaná technologie heteroepitaxního růstu pro polovodičové aplikace na substrátech průměru 200 mm, 
výrobní linka CZ2 (Rožnov), zařízení VEECO, kapacita 3 desky v běhu, 6 desek/den, výrobní náklady <2 tis. 
USD/deska. Vlastnictví výsledku - ON 100%. Využití nové technologie je možné pro MU a FZÚ pro VaV účely. 

 
3.2 Srovnání dosažených výsledků s cíli projektu. 

3.2.1 Cílů i účelu projektu bylo dosaženo v plném rozsahu. Dosažené výsledky svým rozsahem a 
skutečnou věcnou náplní jsou ve shodě s plánovanou skupinou výsledků. Výsledky dosažené nad 
rámec projektu jsou typu O - odborné publikace a technické zprávy a bylo jich dosaženo v přímé 
souvislosti s realizací plánovaných činností a přispívají k uplatnění hlavních plánovaných výsledku 
uvedených v bodě 3.1. Realizace projektu podpořila rozvoj účinné spolupráce průmyslového 
podniku a výzkumných institucí. 
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3.2.2 VaV technologie MOCVD pro růst funkčních nitridových struktur na vlastních substrátech 
průměru až 200 mm. byl realizován podle schváleného návrhu projektu z věcného, časového i 
finančního hlediska. 
3.2.3 VaV a charakterizace funkčních nitridových struktur pro polovodičové aplikace (např. 
ověřené funkční struktury pro HEMT)byl realizován podle schváleného návrhu projektu  
z věcného, časového i finančního hlediska. 
3.2.4 VaV vhodných metod pro měření parametrů nitridových struktur vyráběných pro 
polovodičové aplikace byl realizován podle schváleného návrhu projektu z věcného, časového i 
finančního hlediska.  

 
Článek 4. 

Úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům 

4.1 Všechna majetková práva k výsledkům patří příjemci, popř. spolupříjemci. Práva autorů a původců 
výsledků a majitelů ochranných práv k nim jsou upravena zvláštními právními předpisy. 

4.2 Mohou-li si u některého ze Smluvních stran činit nároky na práva k výsledkům z řešení třetí osoby, 
musí Smluvní strany provést taková opatření nebo uzavřít takové Smlouvy, aby tato práva byla 
vykonávána v souladu s jeho vlastními závazky vyplývajícími ze Smlouvy či rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na podporu projektu. 

4.3 Postoupí-li Smluvní strany majetková práva k výsledkům z řešení projektu třetím osobám, zajistí 
odpovídajícími opatřeními nebo Smlouvami, aby jejich smluvní závazky přešly na nového nositele 
majetkových práv tak, aby byly zajištěny zájmy poskytovatele vyplývající ze Smlouvy či 
rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu projektu. 

4.4 Smluvní strany odpovídají za to, že výsledky projektu nezasahují do práv jiných osob z 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro jakékoliv využití výsledků projektu v ČR 
i v zahraničí. 

4.5 Výsledky, zveřejňované v tištěné formě, ve formě vědeckých či odborných publikací nebo ve formě 
prezentací, musí obsahovat informaci o tom, že jich bylo dosaženo řešením projektu výzkumu a 
vývoje podporovaného z veřejných prostředků na podporu výzkumu a vývoje. 

 
Článek 5. 

Způsob využití výsledků a doba, do které musí být výsledky uplatněny 

5.1 Smluvní strany jsou povinny zpřístupnit výsledky všem zájemcům o jejich využití za stejných 
podmínek. 

5.2 Příjemce využije výsledky uvedené v odstavci 3.2 zejména ke své podnikatelské činnosti nebo při 
vývoji dalších produktů, tak aby došlo k jejich maximálnímu ekonomickému využití, a to po dobu 
nejpozději od 30. září 2022 a nejméně 5 (slovy: „pěti“) let od podpisu Smlouvy. 

5.3 Další účastníci využijí výsledky nejméně po dobu 5 (slovy: „pět“) let od ukončení projektu, zejména 
při své výzkumné a výukové a činnosti. 

5.4 Smluvní strany se dohodly, že na uplatnění a dalším vývoji výsledků budou v dobré víře a při 
zapojení svých nejlepších znalostí a zkušeností spolupracovat v době nejméně 5 (slovy: „pěti“) let 
od uzavření této Smlouvy. 

 
Článek 6. 

Rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi 

6.1 Výsledky řešení projektu, které byly publikovány v odborném tisku, nebo které byly jiným 
způsobem zveřejněny, netvoří žádné důvěrné informace, se kterými by bylo třeba nakládat podle 
zvláštních právních předpisů.  

6.2 Veškeré jiné informace, které nejsou předmětem čl. 6.1 Smlouvy, tvoří obchodní tajemství 
Smluvních stran a Smluvní strany jsou povinny s nimi nakládat tak, aby nedošlo k jejich zneužití či 
neoprávněnému zveřejnění. 

6.3 Ochrana obchodního tajemství se nevztahuje na poskytování informací poskytovateli dotace, a to v 
rozsahu nezbytném pro naplnění podmínek poskytovatele vyplývající ze Smlouvy či rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na podporu projektu. 
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Článek 7. 
Sankce 

7.1 Smluvní strany sjednávají, že pokud kterákoliv z nich zjistí porušení závazků z této Smlouvy ze 
strany druhé smluvní strany, je oprávněna vyslovit výstrahu s tím, že druhá smluvní strana je 
povinna odstranit nesoulad do 60 (slovy: „šedesáti“) kalendářních dnů ode dne písemného sdělení 
výstrahy. V případě opakovaného porušení smluvní strany sjednávají právo dotčené Smluvní strany 
na odstoupení od Smlouvy. 

 
Článek 8. 

Doba trvání závazků ze Smlouvy 

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, je platná dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).  

8.2 Výpověď závazků vzniklých z této Smlouvy musí mít písemnou formu. 
 

Článek 9. 
Závěrečná ustanovení  

9.1 Smlouva může být měněna nebo doplňována toliko vzestupně číslovanými písemnými dodatky 
podepsanými všemi Smluvními stranami. 

9.2 Smlouva je administrována elektronicky. Každá ze Smluvních stran obdrží elektronicky 
podepsanou smlouvu ve formátu pdf. 

9.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným nebo neúčinným, nezpůsobuje to 
neplatnost, resp. neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy a otázky, které jsou předmětem 
takového ustanovení neplatného, resp. neúčinného, budou posuzovány podle úpravy obsažené v 
obecně závazných právních předpisech, které svým účelem nejlépe odpovídají předmětu úpravy 
ustanovení neplatného, resp. neúčinného. 

9.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a 
srozumitelný. 

9.5 Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují účastníci 
své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Rožnově p. R. dne:  13. 10. 2020  
za příjemce (ONCR): 
 

 
 
 
 

___________________________________ 
ing. Josef Švejda 

 
V Brně dne:  14. 10. 2020 
za dalšího účastníka projektu (MU): 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 

 
 
V Praze dne:  16. 10. 2020 
za dalšího účastníka projektu (FZÚ): 
 
 
 
 
 
  ___________________________________ 
            prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel 
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